Завдання до підсумкового контролю за курсом

«ТЕХНОЛОГІЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР»
ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ 

1. Провідники, напівповідники і діелектрики. Розподіл електронів за енергетичними рівнями. 

2. Донорні і акцепторні домішки. Власна і домішкова електропровідність. Заборронені зони. Рівень Фермі.
3. Вироджені та невироджені напівпровідники. Розподіли Фермі-Дірака та МаксвеА-Больцмана.

4. Процеси переносу зарядів у напівпровідниках. Дрейф та дифузія носіїв зарядів. Поняття інжекції та екстракції.
5. Електричні переходи. Електронно-діркровий перехід. Вентильні властивості p-n-переходу. Пряме та зворотне включення p-n-переходу.

6. Бар’єрна та дифузійна ємність p-n-переходу. Лавинний пробій. 

7. Вольт-амперна характеристика p-n-переходу. Види пробоїв p-n-переходу. Умови виникнення тунельного переходу.
8. Кониакт «метал-напівпровідник». Контакт між напівпровідниками одного типу провідності.
9. Омічні переходи та їх властивості. 

10. Гетеропереходи. Особливості. Умови створенняя. Приклади відомих пар напівпровідникових гетеропереходів.
ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УТВОРЕННЯ   

1. Поняття наноелектроніки.  (напівпровідникові наночастинки, квантова точка, лінія, нанокластер)
2. Об’ємні наноструктурні матеріали.  Вільна поверхня і між фазні межі. Сверхрешітки.  Структура «метал-діелектрик-напівпровідник».
3.  Поняття епітаксії.  Етапи процесу епітаксії. 

4. Літографічні процеси. Етапи процесу .

5. Хімічне осадження з газової фази. Електрохімічне оксидування  металів і напівпровідників.

6. Молекулярно-помінева епітаксія. Обладнання. Обсяги застосування.

7. Нанолітографія. Принципи. Обладнання. 

8. Електронно-помінева літографія.

9. Нанодрук. Порівняння нанолітографічних методів.
10. Методи, що засновано на використанні скунуючих зондів. Зондові методи формування наноструктур..
ОБСЯГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДІВ З ГЕТЕРОПЕРЕХОДАМИ

1. Оптоелектроніка. Приклади
2. Фотовольтаіка. Приклади.
